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특허청  

청 항 1 

틀  사 하여   상물  가 함  미  물  하는 , 틀

 가  에 각 어 는 상에  변   는 곡 과  상물에 해 상  친  나

타내는 필 , 상  틀과  상물 사 에, 필  개재시킨 상태에   행하는 것

특징  하는 .

청 항 2 

 1 항에 어 , 상   상물과 필  25 mN/m 상    차  가지는 것  특징

 하는 .

청 항 3 

 1 항에 어 , 상  틀    35 mN/m 하 고, 상   상물    35

mN/m 하  것  특징  하는 .

청 항 4 

 1 항에 어 , 상  필  주  폴리비닐 코  포함하고 는 것  특징  하는

.

청 항 5 

 1 항에 어 , 상  필  0.5 ~ 50 ㎛  께  가지는 것  특징  하는 .

청 항 6 

 4 항에 어 , 상  폴리비닐 코  드럼 에  연   필  태 , 합도

가 2400 상 고, 검 도가 95% 상  것  특징  하는 .

청 항 7 

 1 항에 어 , 상  틀   재  루어진 것  특징  하는 .

청 항 8 

 7 항에 어 , 상  재는 상 경  실리콘계 물질  루어진 것  특징  하는 .

청 항 9 

 1 항에 어 , 상   상체는 매  포함하고 는  재  것  특징  하는

.

청 항 10 

 1 항에 어 , 상   프트 리쏘그 피 공  행 는 것  특징  하는 .

청 항 11 

 1 항에 어 , 상   업시 물질  변질  하지 는 에 , 어도 필  가열

하거나, 물 또는 매에 해 시켜 필  곡  는 것  특징  하는 .

청 항 12 

 1 항 내지  11 항  어느 하나에    미  물.
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 상 한 

     

         하는   그  

본   친  필  한   미  물   에  한  것 ,  욱<6>

상 하게는, 틀  사 하여   상물  가 함  미  물  하는 , 

틀  가  에 각 어 는 상에  변   는 곡 과  상물에 해 상  친

 나타내는 필 , 상  틀과  상물 사 에, 필  개재시킨 상태에   행하는

과 러한   미  물에 한 것 다.

 물  만들  는   과학 에  다 한 에   는 핵심  <7>

, 새 운 태   물  만들거나 미 재하는 물  크   달  가능  매우

다.  마 크  공학에 는 1947  트 지 가  후 '  ' 는 말  '  ' 는 미

 가지는 , 그 는 생산비가 낮 지고, 칩 하나에  많  물  집  가능하고, 도가 빨 지  

능  향상  문 다.  미  물   마 크  공학에 그  고 , 마 크 프

, 리, 또는 가 운 미  보 에 사  미   등  만드는  가 다.  

들  고 통합 에   지고, 시간, 비 , 시 , 시편크   비가 <8>

어들었 , 검 한계가 개 고, 욱 새 운 미  물  었다.  통  리쏘그 피 

, 마 크  감 항체에 사하는 포  리쏘그 피는 1959   후 도체 등  산업에  가

 많  사 다.  그러나, 포  리쏘그 피는  사 는 학물질  도에 한 단  차단과 학

에 해 결 는 상체  한계값  해  가능한 상  크  100 nm  벽  극복하  어

다.  그  극 , 엑   빔 등  특   빛  한  리쏘그 피  개 어

 나 미  크  상  가능하게 었 나, 쓰 도  한  량생산  어 고, 비평   

에 합하 ,  리쏘그 피  감 항체에만 시킬  는 단  다.  

한편, 고무  같  탄   고  합물  탄 합체  만들어진 탬프  하는 프트<9>

리쏘그 피는 100 nm  벽  극복하여 30 nm ~ 500 ㎛ 사  상 또는 물   가능하 , 비가

하고, 비평   다 한 재료에도 시킬  는  다.  그러나, 프트 리쏘그 피는 탬

프 또는 주 (mold)  변 가능  고,  리쏘그 피보다   내에  결합 도가  단  가

지고 다.  

상  프트 리쏘그 피   사 하여 미 /나  물  하는 경우,  상  각<10>

어 는 틀( , 탬프)   상물  가 하여  등  한다.  상  틀 , 미 한 상  

에 각 할  도  실리콘 계열  상 경 물질  주  사 하여 다.  그러나,  상물  

 경우에는 틀에 한  어지므 , 에는 상  틀 또는  상물  에

도포하거나 또는 상물  플 마  처리 하는 등   사 하고 다.  러한 상  사

고  비  2차 염원    ,  개질 에 한 처리  많  가 비가 다는

단  가지고 다.

, 러한 문  근본  해결할  는 에 한 필   실 다.<11>

         루고  하는  과

본  상  같   문 과 과거  청 어   과  해결하는 것  <12>

 한다.

본   프트 리쏘그 피 과 에   상물과 틀   개 하는  공<13>

한다.  

본  다    개    미  물  공하는 것 다.<14>

       

러한  달 하  한 본 에   미  물  , 틀  사 하여 <15>
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  상물  가 함  미  물  하는 , 틀  가  에 각 어 는 

상에  변   는 곡 과  상물에 해 상  친  나타내는 필 , 상  틀과

 상물 사 에, 필  개재시킨 상태에   행하는 것  어 다. 

, 본  에 , 친  재(필 )   재(  상물)  에 <16>

한  하여  상물  하게 탈 시킬  므 , 우 한  미   물  간단

한 공 에 해 하게 할  다.  

본 에  ' '  물과  친   질  미하고, '친 '  물과 친  는 <17>

질  미하 , ' '  친  재   재가  리   는 질  미하는 것  사

고 다.

물질 또는 물체  과 친   과 한 계  가지는 ,   체  <18>

에   게 하 고 하는 ,   크  친  나타내고, 

   나타낸다.   들어, 실리콘  략 19 내지 23 mN/m, 폴리 핀 지는 략 30 mN/m

하, 폴리에  지는 략 40 내지 45 mN/m, 크릴계 물질  략 40 내지 45 mN/m, 룰 우 는 략

45 mN/m 상, PVA는 략 60 내지 70 mN/m    가진다고  다.

하나  직한 에 , 상   상물과 필  25 mN/m 상    차  가지는 <19>

  친  재   다.  ,  질  가지는  상물과 친  질  가지는 필

들    차 가 25 mN/m 상  우 한  나타낼  다.  ,   차 가 25

mN/m 하 , 틀  하여 미  물  한 후 탈 할  탈리시키 가 하지   다.

본  에 는 필   틀   상물에 해 우 한  함<20>

   달 하는 , 틀과  상물    , 틀    35 mN/m

하 고,  상물    35 mN/m 하  경우  들  다,     35 mN/m 

하  재는  가지는 것   다.

상  필 ,  한  같 , 틀  가  에 각 어 는 상에  변  <21>

는 곡 과  상물에 해 상  친  나타내는 필 , 그것  재가 특별  한 는

것  니지만, 직하게는 필  주  폴리비닐 코 ( 하 PVA)  포함하는 물질  사  

다.

PVA 필  또는 PVA  주  포함하는 필  미 한 상에  곡    도  연<22>

가지고 므 , 리쏘그 피 과 에  틀  가  에 각 어 는 상에  곡 어 변  가능하

다.  또한, PVA는  주쇄에 드 시 (-OH)  포함하고 므   친  나타내므 ,  

틀과  상물에 해 우 한  할  다.

상 에  '주 ' , 필  하는 들  PVA  함량  어도 95 량% 상  것  미한<23>

다. 

상  PVA는,  들어, 드럼 에  연 에 해   필  태 , 합도가 2400 상<24>

고, 검 도가 95% 상  것  직하 , 합도가 2400 상   필  상  가 하고, 검

도가 95% 상   본 에  망하는 도  친  할  다.

PVA는,  들어, 폴리비닐 트  태  합체  한 후 트  가 해시켜 <25>

하는 , 상  검 도(또는 가 해도)는 러한 트 가 드 시  는 비  미한다. 

상  필  께는 0.5 ~ 50 ㎛  것  직한 , 께가 무  틀에 한 가  과<26>

에  열   ,  무 꺼우  틀  각  상에  곡  어 울  다.

본 에 , 상  틀   후 단계에  친  가지는 필 과 하게 리   는<27>

 재  루어  ,  들어, 상 경  실리콘계 물질    다.  상  상 경

 실리콘계 물질  미 한  상  하는  직하다. 

상   상체는  가진 물질  틀에 해  미  상  나타내도   <28>

는 물질  특별  한 지 ,  들어, 필  주  PVA가 사  경우에는 매

 포함하고 는  재도 가능하다.  PVA는 내  뛰어나므 ,  상체에 매가 포함 어
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는 경우에도 에 어  문 가 생하지 는다.  ,  재  포함한 틀  하여 

매  포함하고  질  는  상물  가 하여 하는 경우에도, 친 과 내  우 한 

필  상  틀과  상체 사 에 개재 어 어   후 탈  하다.

하나  직한 에 , 상   업  실리콘계 고  등  탄  합체  만들어진 탬프  <29>

하여 30 nm 내지 500 ㎛   또는 미  물  생 하는 공  프트 리쏘그 피 공 에 해 행

 다.  

경우에 는,  업시 필  곡   하여, 물질  변질  하지 는 <30>

에  어도 필  가열하거나 물 나 매  하는 과  가  포함할  다.  러한 가

 공 에 해 필  욱 우 한 곡  나타내므 , 틀  에 각 어 는 미  상

 하게 곡   다. 

본  또한 상   는  미  물에 한 것 다.  러한  미  <31>

물  당 업계에 공지 어 므 , 그에 한  본 에  생략한다. 

하에 는, 본  실시 에  도  참 하여 하지만, 는 본  욱 한 해<32>

 한 것 , 본  주가 그것에 해 한 는 것  니다.

도 1 내지 도 3  본  하나  실시 에  프트 리쏘그 피 공 에 한 식도들 다.  <33>

들 도  참 하 , 프트 리쏘그 피 공  에 미  상(110)  각 어 는 틀(10<34>

0)   상체(200)  에 가 하여 미  상(110)  사하는 식  행 다.  틀(100)  실리

콘계  상 경 물질  어 어    나타낸다.  본 에 , 도 1에  같 ,

러한 틀(100)과  상체(200)  사 에 친   PVA 필 (300)  개재한다. 

그러한 가 에 해, 도 2에  보는  같 , 필 (301)  틀(100)  미  상(110)에 <35>

곡 고,  상체(201)  에는 그에 하는 철 상(210)  만들어진다.  경우에 는, 

필 (301)  틀(100)  미  상(110)에  곡  욱 하도 ,  열  가하거나  시킬

도 다.  

러한 착 상태에도 하고,  틀(100)  친  PVA 필 (300)  해 <36>

  상체(200)  하게 탈리 어, 도 3에  같 , 틀(100)  미  상(110)에 하는 

철 상(210)  에  체(202)가 만들어진다. 

본 에  과  하  하여, 본  하나  실시 에  실험 내  하에  <37>

하지만, 본  주가 그것에 해 한 는 것  니다.

[실시 ]<38>

도 4a   4b에  같  태  (cylindrical  lens  pattern)  새겨진 SUS   비하 다.<39>

상   에  골과 골 사  간격과 원  직경  각각 740 ㎛ 었다. 

가열 가 (heating & pressing) 에 해 PMMA  에 미  상  만들  하여, 가열 플<40>

트(heating plate) 에 50 ㎛ 께  PVA 필  얹고, 그 에 800 ㎛ 께  PMMA  얹  다 , 다시

PMMA  에 50 ㎛ 께  PVA 필  얹고, 상   얹  후, 프    10 간 가 하 다.

 , 가열 도는  190℃ 었고, 가   45 psi 었다. 

프   거하고 과 PMMA  꺼낸 결과, PVA 필  과,    <41>

사  PMMA   매우 하게 어 다. 

   새겨진 PMMA  상단 과 단 도 상  학 미경  찰한 결과가 도 5a <42>

5b에 개시 어 다.  들 도 에  볼  는  같 , PVA 필  사 에 해,   PMMA 에

하  하게 사할  므 , 미   한 닝 에  PVA 필   필  사

할     다.

상 본  실시 에  도  참 하여 하 지만, 본  한 에  통상  지식<43>

가진  상  내  탕  본  주 내에  다 한   변  행하는 것  가능할 것 다.
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     과

상에  한  같 , 본 에  친  필  한  미  물  <44>

 시에 착에 한 변 나 상   시킬  고,  해 복 한 처리 비(산처리, 처

리 또는 플 마처리)  사 하지 고도 우 한 과 리  얻   므 , 틀  사 하여 미

물  시 신뢰도   향상 게 다.  

도  간단한 

도 1  본  하나  실시 에  리쏘그 피 과 에 한 식도 다;<1>

도 2는 도 1  틀  필 과  상체  하는 단계에 한 식도 다;<2>

도 3  도 2   단계 후 틀과  상체  하는 단계에 한 식도 다;<3>

도 4a  4b는 본  실시 에  사 한 SUS  에 한 평 도  직 단 도 다; <4>

도 5a  5b는 본  실시 에     사  PMMA  평 도과 단 도 다. <5>

도

    도 1
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    도 2

    도 3
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    도 4a

    도 4b
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    도 5a

    도 5b
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